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The electronic component (2) comprises at least two superposed conductive or semiconductor layers

(4,10,12;14,16). According to one aspect of the invention, the component comprises at least one graphene layer (8) interposed bet-
ween the conductive or semiconductor layers (4;10,12;14,16), the conductive or semiconductor layers (4;10,12;14,16) being electro -
nically coupled through the thickness of the or each graphene layer (8). Applications especially include magnetic tunnel junctions or
spin valves, memristors, etc.

(57) Abrégé : Le composant électronique (2) comprend au moins deux couches conductrices ou semi-conductrices (4;10,12;14,16)
superposées. Selon un aspect de l'invention, il comprend au moins une couche de graphéne (8) interposée entre les couches
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conductrices ou semi-conductrices (4;10,12;14,16), les couches conductrices ou semi-conductrices (4;10,12;14,16) étant couplées
¢électroniquement au travers de 1'épaisseur de la ou chaque couche de graphéne (8). Application notamment aux jonctions tunnel
magnétiques ou non, aux vannes de spin, aux memristors...



